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리  통하여 상   산  도체 막  하는 것  특징  한다.
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청

청 항 1 

 상에  게 트 극;

상  게 트 극 상에  게 트 연층;

상  게 트 연층 상에 산  도체 막; 

상  산  도체 막  상 에  격 어  스 극  드  극

 포함하고,

상  산  도체 막  산  액  매  질  합  액에  사한 후 상  산

액  리하여, 상  리  산  액  상   게 트 연층 상에 코 하여 , 

열처리  통하여 상   산  도체 막  하는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 . 

청 항 2 

1항에 어 ,

상   100nm 내지 400nm   것  특징  하는 산  막 트랜지스 .

청 항 3 

1항에 어 ,

상   5  내지 60  동안 사 는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  열처리는 230℃ 내지 280℃  도에  수행 는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 .

청 항 5 

1항에 어 ,

상  열처리는 30  내지 3시간 동안 수행 는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 .

청 항 6 

1항에 어 , 

상  산  액  아연 체, 갈  체, 듐 체 또는 주  체  들  합   어느 하나

 포함하는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 .
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청 항 7 

1항에 어 , 

상  산  액  듐 액과 아연 액  5:1  비  합하여  듐 징크 사 드(IZO) 액

것  특징  하는 산  막 트랜지스  .

청 항 8 

1항에 어 ,

상  산  도체 막  비 질 듐 갈  징크 사 드(amorphous indium-gallium-zinc oxide, a-IGZO),

징크 사 드(ZnO), 듐 징크 사 드(IZO), 듐 틴 사 드(ITO), 징크 틴 사 드(ZTO), 실리콘 듐

징크 사 드(SIZO),  갈  징크 사 드(GZO),  하프늄 듐 징크 사 드(HIZO),  징크 듐 틴 사 드

(ZITO)  알루미늄 징크 틴 사 드(AZTO)  어느 하나  산  포함하는 것  특징  하는 산  

막 트랜지스  .

청 항 9 

 상에  격 어  스 극  드  극;

상  스 극  드  극 상 에  산  도체 막;

상  산  도체 막 상에  게 트 연층; 

상  게 트 연층 상에  게 트 극

 포함하고,

상  산  도체 막  산  액  매  질  합  액에  사한 후 상  산

액  리하여, 상  리  산  액  상   게 트 연층 상에 코 하여 , 

열처리  통하여 상   산  도체 막  하는 것  특징  하는 산  막 트랜지스 .

청 항 10 

 상에 게 트 극  하는 단계;

상  게 트 극 상에  게 트 연층  하는 단계;

상  게 트 연층 상에 산  도체 막  하는 단계;

열처리  통하여 상   산  도체 막  하는 단계;

상  산  도체 막  상 에  격 어 스 극  드  극  하는 단계;

 포함하고,

상  산  도체 막  하는 단계는,

산  액  매  질  합  액  비하고, 상  합  액에  사하는 단계; 

상   사  합  액에  상  산  액  리하여, 상  리  산  액  상  

게 트 연층 상에 코 하여 상  산  도체 막  하는 단계

 포함하는 것  특징  하는 산  막 트랜지스  .
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 술  야

본  산  막 트랜지스   그 에 한 것 , 보다 상 하게는 에 해 는[0001]

매  질  하여  특   신뢰  향상시킨 플 블 스플  치  산  막 트랜

지스   그 에 한 것 다.

 경  술

스플  플  사 는 스 칭 나 동  비 질 실리콘(a-Si) 나 폴리 실리콘(poly-[0003]

Si)  사 하는 실리콘(Si)  막 트랜지스 (TFT: Thin Film Transistor)  산  막 트랜지스 가 

다.

실리콘(Si)  막 트랜지스  비 질 실리콘(a-Si) 막 트랜지스 는 가 하지만 낮   동[0004]

도  갖고 다.  한편, 폴리 실리콘(poly-Si) 막 트랜지스 는 비 질 실리콘(a-Si) 막트랜지스 에 비해

 동도가 아  고 질 스플 에 가능하  안 도 지만, 공  복 하고 원

가가 ,  내  특  균  해 보상  필  하는  다.

러한 실리콘(Si)  막 트랜지스  단  해결하고  산  막 트랜지스 가 개 고 다.  산[0005]

 막 트랜지스 는  비 질 실리콘(a-Si)  막 트랜지스 에 비해  동도  낮  누 (off-

current)  가지고 어, 차  스플  동  가능  측 에  많  각  고 다.

산  막 트랜지스  채 층 역  사 는 산  도체 막  만들  한 여러 가지   하[0006]

나 , 진공 비  사 해 산  도체  에 리   학  착하는  다.  하지만 

  생산비  필 하다는 단  다.

러한 단  극복하  한 , 액공  사 하여 산  도체 막  하는  다.  하[0007]

지만 생산비  낮  수 다는 에도 하고, 액공   산  막 트랜지스   

 시키  해 는 300℃ 상  고  열처리가 필 하 , 러한 특  고 에  변 , 변색 등  특  

하  수 하는 플 블 스플  에 하는  어 움  재한다.

라 ,  300℃ 비 낮  도에  산  막 트랜지스  가 가능하 도, 신뢰  향상시킬[0008]

수 는 액공   산  도체 막   에 한 연  개  필 하다.

행 술 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 한 등 특허 10-1759495 , "산  트랜지스   그  " [0010]

(특허 헌 0002) 한 등 특허 10-1728846 , " 매  한 폐수 처리 치" 

(특허 헌 0003) 한 등 특허 10-1456237 , "  공  한 산  막 , 산  막  그

" 

비특허 헌

(비특허 헌  0001)   K.  K.  Bange,  "Low-temperature,  high-performance  solution-processed  metal  oxide[0011]

thin-film transistors formed by a 'sol-gel on chip' process"(2010.12.12.) 

 내
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해결하 는 과

본  실시 들  매  질  하여 산  도체 막  함  액   공[0012]

 가능한 산  막 트랜지스     공하고  한다.

본  실시 들  매  질  하여 산  도체 막  함  치   특  [0013]

신뢰  향상  산  막 트랜지스   그  공하고  한다.

본  실시 들  매  질  재 함  친 경  산  막 트랜지스   그 [0014]

 공하고  한다.

과  해결 수단

본  실시 에  산  막 트랜지스 는  상에  게 트 극; 상  게 트 극 상에 [0015]

 게 트 연층; 상  게 트 연층막 상에 산  도체 막;  상  산  도체 막  상 에 

 격 어  스 극  드  극  포함하고, 상  산  도체 막  산  액  매

 질  합  액에  사한 후 상  산  액  리하여, 상  리  산  액  상

 게 트 상에 코 하여 , 열처리  통하여 상   산  도체 막  하는 것

특징  한다.

상   100nm 내지 400nm   수 다.[0016]

상   5  내지 60  동안 사  수 다.[0017]

상  열처리는 230℃ 내지 280℃  도에  수행  수 다.[0018]

상  열처리는 30  내지 3시간 동안 수행  수 다.[0019]

상  산  액  아연 체, 갈  체, 듐 체 또는 주  체  들  합   어느 하나[0020]

 포함할 수 다.

상  산  액  듐 액과 아연 액  5:1  비  합하여  IZO 액  수 다.[0021]

상  산  도체 막  비 질 듐 갈  징크 사 드(amorphous indium-gallium-zinc oxide, a-IGZO),[0022]

징크 사 드(ZnO), 듐 징크 사 드(IZO), 듐 틴 사 드(ITO), 징크 틴 사 드(ZTO), 실리콘 듐

징크 사 드(SIZO),  갈  징크 사 드(GZO),  하프늄 듐 징크 사 드(HIZO),  징크 듐 틴 사 드

(ZITO)  알루미늄 징크 틴 사 드(AZTO)  어느 하나  산  포함할 수 다.

본  실시 에  산  막 트랜지스 는  상에  격 어  스 극  드[0023]

극; 상  스 극  드  극 상 에  산  도체 막; 상  산  도체 막 상에 

 게 트 연층;  상  게 트 연층 상에  게 트 극  포함하고, 상  산  도체 막  산

 액  매  질  합  액에  사한 후 상  산  액  리하여, 상  리

 산  액  상   게 트 연층 상에 코 하여 , 열처리  통하여 상   산  

도체 막  하는 것  특징  한다.

본  실시 에  산  막 트랜지스    상에 게 트 극  하는 단계; 상[0024]

게 트 극 상에  게 트 연층  하는 단계; 상  게 트 연층 상에 산  도체 막  

하는 단계; 열처리  통하여 상   산  도체 막  하는 단계;  상  산  도체 막

 상 에  격 어 스 극  드  극  하는 단계;  포함하고, 상  산  도체 막

하는 단계는, 산  액  매  질  합  액  비하고, 상  합  액에 

사하는 단계;  상   사  합  액에  상  산  액  리하여, 상  리  산

액  상   게 트 연층 상에 코 하여 상  산  도체 막  하는 단계  포함한다.

 과

본  실시 에 , 매  질  하여 산  도체 막  함  액 공  [0025]

  공  가능한 산  막 트랜지스  공할 수 다.

또한, 본  실시 에 , 매  질  하여 산  도체 막  함  압[0026]
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등    특   신뢰  개  산  막 트랜지스  공할 수 다.

또한, 본  실시 에 , 매  질  재 함  친 경  산  막 트랜지스[0027]

할 수 다.

도  간단한 

도 1a 내지 도 1f는 본   실시 에  산  막 트랜지스   하  하여 도시한[0029]

것 다.

도 2는 본  다  실시 에  산  막 트랜지스  단  도시한 것 다. 

도 3  본  실시 에  산  막 트랜지스  하는 과  도시한 것 다.

도 4a  도 4b는 도 3  산  막 트랜지스  열처리 도별 ( 압- ) 특  도시한 그래프

다.

도 5a는 본  본  실시 에  산  막 트랜지스 에  매  질  하지 않고 

 산  막  포함하는 산  막 트랜지스 에 해 20V  게 트 어스 스트 스 스트  0

(s), 10 , 100 , 1000  시간 건 별  진행한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

도 5b는 본  실시 에  산  막 트랜지스 에  매  질  하여  산  

막  포함하는 산  막 트랜지스 에 해 20V  게 트 어스 스트 스 스트  0 (s), 10 , 100 ,

1000  시간 건 별  진행한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

도 6  본  실시 에  산  막 트랜지스  시 사  매  질  재 하여 

 산  막  포함하는 산  막 트랜지스 에 한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

 실시하  한 체  내

하 첨  도 들  첨  도 들에 재  내 들  참 하여 본  실시  상 하게 하지만, 본 [0030]

 실시 에 해 한 거나 한 는 것  아니다.

본 에  사  어는 실시 들  하  한 것  본  한하고  하는 것  아니다.  본[0031]

에 , 단수  에  특별  언 하지 않는 한 복수 도 포함한다.  에  사 는 "포함한다

(comprises)" /또는 "포함하는(comprising)"  언  , 단계, 동  /또는 는 하나 상  다

 , 단계, 동  /또는  재 또는 가  하지 않는다.

본 에  사 는 "실시 ", " ", "측 ", " 시" 등  술   양상(aspect) 또는 계가 다[0032]

양상 또는 계들보다 양 하다거나,  는 것  해 어야 하는 것  아니다.

또한, '또는' 라는 어는 타  리합 'exclusive or' 보다는 포함  리합 'inclusive or'  미[0033]

한다.  , 달리 언 지 않는 한 또는 맥  하지 않는 한, 'x가 a 또는 b  한다'라는 

 포함  연 순열들(natural inclusive permutations)  어느 하나  미한다.

또한, 본   청 항들에  사 는 단수 ("a" 또는 "an") , 달리 언 하지 않는 한 또는 단수 [0034]

태에 한 것 라고 맥  하지 않는 한,  "하나 상"  미하는 것  해 어야 한

다.

또한, 막, 층, 역,  청 등   다   " 에" 또는 "상에" 다고 할 , 다    [0035]

에 는 경우뿐만 아니라, 그 간에 다  막, 층, 역,   등  개재 어 는 경우도 포함한다.

본  다양한 변경  가할 수 고 여러 가지 실시  가질 수 는 , 특  실시 들  도 에 시하고[0036]

상 한 에 상 하게 하고  한다.  그러나 는 본  특 한 실시 태에 해 한 하 는 것

아니 , 본  사상  술 에 포함 는 든 변경, 균등  내지 체  포함하는 것  해 어

야 한다.  또한, 각 도  하  사한 참  사한 에 해 사 하 다.

도 1a 내지 도 1f는 본   실시 에  산  막 트랜지스   하  하여 도시한[0038]
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것 다.

본    실시 에  산  막  트랜지스 (100)는  (110),  게 트  극(120),  게 트  연층[0039]

(130), 산  도체 막(140)  스/드  극(150,160)  포함한다.

도 1a  1b  참 하 , 본   실시 에  산  막 트랜지스 (100)    (110)[0040]

비하고, 비  (110) 상에 게 트 극(120)  한다.

도 1a 에 도시   같  (110)  산  막 트랜지스  여러  들  지지하  한 [0041]

, 그 재질  특별하게 한 하는 것  아니다. 

 들어, (110)  리, 폴리 미드계 고 , 폴리에스 계 고 , 실리콘계 고 , 아크릴계 고 ,[0042]

폴리 핀계 고  또는 들  공 합체  루어진 그룹  택 는 어느 하나  질  루어질 수

다.

또한,  실시 에  라 는  (110)  폴리에스 (Polyester),  폴리비닐(Polyvinyl),  폴리카보 트[0043]

(Polycarbonate), 폴리에틸 (Polyethylene), 폴리아 트(Polyacetate), 폴리 미드(Polyimide), 폴리에

술폰(Polyethersulphone;  PES),  폴리아크릴 트(Polyacrylate;  PAR),  폴리에틸 나프탈 트

(Polyethylenenaphthelate; PEN)  폴리에틸 에 프탈 트(Polyethyleneterephehalate; PET)  루어

진 그룹  택 는 어느 하나  질   한 플 블  질  루어질 수 다.

도 1b 에 도시   같  게 트 극(120)  (110) 상에  수 다. [0044]

 들어,  게 트  극(120)  진공  착  (vacuum  deposition),  학  상  착 (chemical  vapor[0045]

deposition), 리 상 착 (physical vapor deposition), 원 층 착 (atomic layer deposition), 

 학  착 (Metal  Organic  Chemical  Vapor  Deposition),  플라 마  학  착 (Plasma-Enhanced

Chemical Vapor Deposition),  (Molecular Beam Epitaxy), 수  상 (Hydride Vapor

Phase Epitaxy), 스 링(Sputtering), 스핀 코 (spin coating),  코 (dip coating)   캐스 (zone

casting)  어도 하나   하여  수 다.

게 트 극(120)  몰리브 (Mo), 알루미늄(Al), 크 (Cr), (Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 뮴(Nd) [0046]

리(Cu)  어느 하나 또는 들  합  루어질 수 나, 에 한 지 않고, 다양한 질  루어

질 수 다. 

또한, 실시 에 라 는 게 트 극(120)  p
+
-Si 질  게 트 극(120)  할 수도 다.[0047]

도 1c  참 하 , 본   실시 에  산  막 트랜지스 (100)    게 트 극(120)[0048]

상에 게 트 연층(Gate Insulator)(130)  한다. 

게 트 연층(130)  게 트 극(120) 상에 어, 게 트 극(120)과 산  도체 막(140)  연시[0049]

킨다. 

게 트 연층(130)  진공 착  (vacuum deposition), 학 상 착 (chemical vapor deposition), 리[0050]

상 착 (physical  vapor  deposition),  원 층 착 (atomic  layer  deposition),   학 착

(Metal  Organic  Chemical  Vapor  Deposition),  플라 마  학  착 (Plasma-Enhanced  Chemical  Vapor

Deposition),  (Molecular Beam Epitaxy), 수  상 (Hydride Vapor Phase Epitaxy),

스 링(Sputtering), 스핀 코 (spin coating),  코 (dip coating)   캐스 (zone casting)  어

도 하나   하여  수 다.

게 트 연층(130)  실리콘 사 드(SiOx),  실리콘나 트라 드(SiNx),  티타늄 사 드(TiOx),  하프늄 사[0051]

드(HfOx)  같   또는 폴리비닐알코 (PVA),  폴리비닐피 리돈(PVP),  폴리 틸 타크릴 트(PMMA)

같   수 다.

그러나, 게 트 연층(130)  하는 질  공   에 한 지 않 , 공지  다  질  다[0052]

들   수도 다.

도 1d  참 하 ,  본   실시 에  산  막 트랜지스 (100)    게 트 연층[0053]

(130) 상에 산  도체 막(140)  한다.

산  도체 막(140)  산  액  매  질  합  액에  사한 후, 상  [0054]
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매  질  합  액에  상  산  액  리하여, 상  리  산  액  게 트 연층(130)

상에 코 하여 다.

상  매  질에  사하게  매  질  에   공  생 게 는 ,[0055]

는 매  질  에 재하는 산  하여 O2
- 

 고, 공  공  에 재하는

수 과 하여 OH
 
라 칼  다. 

 , 생    라 칼   도에  액  하는 매   체    단  해[0056]

하여  비 에  산  가 가능하게 해주는 가   역할  수행한다. 또한  해가

가  어  비 동  시간 열처리시 과 산  결합   안  루어지게 어  신

뢰  특  향상  수 다.

산  액  아연 체, 갈  체, 듐 체 또는 주  체  들  합   어느 하나  포[0057]

함할 수 다.  들어, 비 질 듐 갈  징크 사 드(amorphous indiumgallium-zinc oxide, a-IGZO), 징

크 사 드(ZnO), 듐 징크 사 드(IZO), 듐 틴 사 드(ITO), 징크 틴 사 드(ZTO), 실리콘 듐 징

크 사 드(SIZO), 갈  징크 사 드(GZO), 하프늄 듐 징크 사 드(HIZO), 징크 듐 틴 사 드(ZITO)

 알루미늄 징크 틴 사 드(AZTO)  루어진 그룹  택 는 어느 하나  포함하여  수 

나, 에 한 지 않고, 다양한 질   수 다.

, 상  산  액  듐 액  아연 액  5:1  비  합하여  듐 징크 사 드(IZO)[0058]

액  수 다.

매  질  TiO2, ZnO, SnO2, ZrO2, WO3 CdS, V2O3과 같   산   SrTiO3  같  브스카 트[0059]

 복합 산  택 는 어느 하나  포함하여  수 나, 에 한 지 않고, 다양한 질

  수 다.

상  산  액  상  매  질  합  액에  가 100nm 내지 400nm   5[0060]

 내지 60  동안 사  수 다. 

 사  상  산  액  상  매  질  합  액에  리  상  산  액  게[0061]

트 연층(130)상에 코 하는  당 야에  사 하는 코   그  특별하게 한 하는 것

 아니나,  스핀코 (spin  coating),  스프 코 (spray  coating),  크 코 (inkjet  coating),  슬릿코

(slit coating) 또는 코 (deep coating) 등   사 할 수 고, 람직하게는 스핀코   사 할

수 다. 

도 1d 에 도시  스핀코    상에 액  량 어뜨리고  고  시켜  상  액[0062]

에 가해지는 원심   코 하는 다.

도 1e  참 하 , 본   실시 에  산  막 트랜지스 (100)    산  액  코[0063]

에 해 게 트 연층(130)상에  산  도체 막(140)  열처리  통하여  한다. 

상  열처리는 230℃ 내지 280℃  도  30  내지 3시간 동안 수행  수 , 람직하게는 30  내[0064]

지 1시간 동안 수행  수 다.

산  도체 막(140)  열처리  경우, 산  도체 막 내 산 공공(Oxygen vacancy)  도가 아지[0065]

고 에  도가 가하여 산  도체 막   특  향상  수 다.

도 1f  참 하 , 본   실시 에  산  막 트랜지스 (100)    산  도체 [0066]

막(140) 상에 스 극(150)  드  극(160)   격 어 다.

 스 극(150)  드  극(160)  알루미늄(Al), 알루미늄 합 (Al alloy), 스 (W), 리(Cu), 니켈[0067]

(Ni), 크 (Cr), 몰리브 (Mo), 티타늄(Ti), (Pt) 또는 탄탈(Ta)과 같  항  도  질  사 할 수

다. 

또한, 스 극(150)  드  극(160)  듐 틴 사 드(ITO), 듐 징크 사 드(IZO) 또는 듐 틴 징[0068]

크 사 드(ITZO)  같  한 도  질  사 할 수 다.

실시 에 라 는 스 극(150)  드  극(160)  상  도  질   가지 상 층  다층[0069]
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 수도 다.

도 2는 본  다  실시 에  산  막 트랜지스  단  도시한 것 다. [0071]

도 2  참 하 , 본   실시 에  산  막 트랜지스 (200)는 (210), (210) 상에 [0072]

 스 극(220)  드  극(230), 스 극(220)  드  극(230) 상에  산  도체 막

(240), 산  도체 막(240) 상에  게 트 연층(250), 게 트 연층(250) 상에  게 트 

극(260)  포함한다.

(210)  산  막 트랜지스  여러  들  지지하  한 , 그 재질  특별하게 한[0073]

하는 것  아니다.

 들어, 리, 폴리 미드계 고 , 폴리에스 계 고 , 실리콘계 고 , 아크릴계 고 , 폴리 핀[0074]

계 고  또는 들  공 합체  루어진 그룹  택 는 어느 하나  질  루어질 수 다.

또한,  실시 에  라 는  (210)  폴리에스 (Polyester),  폴리비닐(Polyvinyl),  폴리카보 트[0075]

(Polycarbonate), 폴리에틸 (Polyethylene), 폴리아 트(Polyacetate), 폴리 미드(Polyimide), 폴리에

술폰(Polyethersulphone;  PES),  폴리아크릴 트(Polyacrylate;  PAR),  폴리에틸 나프탈 트

(Polyethylenenaphthelate; PEN)  폴리에틸 에 프탈 트(Polyethyleneterephehalate; PET)  루어

진 그룹  택 는 어느 하나  질   한 플 블  질  루어질 수 다.

스 극(220)  드  극(230)  (210) 상에 다. [0076]

 들어, 스 극(220)  드  극(230)  알루미늄(Al), 알루미늄 합 (Al alloy), 스 (W), 리[0077]

(Cu), 니켈(Ni), 크 (Cr), 몰리브 (Mo), 티타늄(Ti), (Pt) 또는 탄탈(Ta)과 같  항  도  질

사 할 수 다. 

또한, 스 극(220)  드  극(230)  듐 틴 사 드(ITO), 듐 징크 사 드(IZO) 또는 듐 틴 징[0078]

크 사 드(ITZO)  같  한 도  질  사 할 수 다.

실시 에 라 는 스 극(220)  드  극(230)  상  도  질   가지 상 층  다층[0079]

 수도 다.

산  도체 막(240)  스 극(220)  드  극(230) 상에 다. [0080]

산  도체 막(240)  산  액  매  질  합  액에  사한 후, 상  [0081]

매  질  합  액에  상  산  액  리하여, 상  리  산  액  스 극(220) 

드  극(230) 상에 코 하여 다.

상  매  질에  사하게  매  질  에   공  생 게 는 ,[0082]

는 매  질  에 재하는 산  하여 O2
- 

 고, 공  공  에 재하는

수 과 하여 OH
 
라 칼  다. 

 , 생    라 칼   도에  액  하는 매   체    단  해[0083]

하여  비 에  산  가 가능하게 해주는 가   역할  수행한다. 또한  해가

가  어  비 동  시간 열처리시 과 산  결합   안  루어 지게 어  신

뢰  특  향상  수 다.

산  액  아연 체, 갈  체, 듐 체 또는 주  체  들  합   어느 하나  포[0084]

함할 수 다.  들어, 비 질 듐 갈  징크 사 드(amorphous indiumgallium-zinc oxide, a-IGZO), 징

크 사 드(ZnO), 듐 징크 사 드(IZO), 듐 틴 사 드(ITO), 징크 틴 사 드(ZTO), 실리콘 듐 징

크 사 드(SIZO), 갈  징크 사 드(GZO), 하프늄 듐 징크 사 드(HIZO), 징크 듐 틴 사 드(ZITO)

 알루미늄 징크 틴 사 드(AZTO)  루어진 그룹  택 는 어느 하나  포함하여  수 

나, 에 한 지 않고, 다양한 질   수 다.

, 상  산  액  듐 액  아연 액  5:1  비  합하여  듐 징크 사 드(IZO)[0085]

액  수 다.
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매  질  TiO2, ZnO, SnO2, ZrO2, WO3 CdS, V2O3과 같   산   SrTiO3  같  브스카 트[0086]

 복합 산  택 는 어느 하나  포함하여  수 나, 에 한 지 않고, 다양한 질

  수 다.

상  산  액  상  매  질  합  액에  가 100nm 내지 400nm   5[0087]

 내지 60  동안 사  수 다. 

 사  상  산  액  상  매  질  합  액에  리  상  산  액  [0088]

스 극(220)  드  극(230) 상에 코 하는  당 야에  사 하는 코   그  특

별하게  한 하는  것  아니나,  스핀코 (spin  coating),  스프 코 (spray  coating),  크 코 (inkjet

coating), 슬릿코 (slit coating) 또는 코 (deep coating) 등   사 할 수 고, 람직하게는 스

핀코   사 할 수 다. 

스핀코    상에 액  량 어뜨리고  고  시켜  상  액에 가해지는 원심[0089]

  코 하는 다.

게 트 연층(250)  산  도체 막(240) 상에 다.[0090]

게 트 연층(250)  진공 착  (vacuum deposition), 학 상 착 (chemical vapor deposition), 리[0091]

상 착 (physical  vapor  deposition),  원 층 착 (atomic  layer  deposition),   학 착

(Metal  Organic  Chemical  Vapor  Deposition),  플라 마  학  착 (Plasma-Enhanced  Chemical  Vapor

Deposition),  (Molecular Beam Epitaxy), 수  상 (Hydride Vapor Phase Epitaxy),

스 링(Sputtering), 스핀 코 (spin coating),  코 (dip coating)   캐스 (zone casting)  어

도 하나   하여  수 다.

게 트 연층(250)  실리콘 사 드(SiOx), 실리콘나 트라 드(SiNx), 티타늄 사 드(TiOx), 하프늄 사 드[0092]

(HfOx)  같   또는 폴리비닐알코 (PVA), 폴리비닐피 리돈(PVP), 폴리 틸 타크릴 트(PMMA)  같

  수 다.

그러나, 게 트 연층(250)  하는 질  공   에 한 지 않 , 공지  다  질  다[0093]

들   수도 다.

게 트 극(260)  게 트 연층(250) 상에 다.  [0094]

 들어,  게 트  극(260)  진공  착  (vacuum  deposition),  학  상  착 (chemical  vapor[0095]

deposition), 리 상 착 (physical vapor deposition), 원 층 착 (atomic layer deposition), 

 학  착 (Metal  Organic  Chemical  Vapor  Deposition),  플라 마  학  착 (Plasma-Enhanced

Chemical Vapor Deposition),  (Molecular Beam Epitaxy), 수  상 (Hydride Vapor

Phase Epitaxy), 스 링(Sputtering), 스핀 코 (spin coating),  코 (dip coating)   캐스 (zone

casting)  어도 하나   하여  수 다.

게 트 극(260)  몰리브 (Mo), 알루미늄(Al), 크 (Cr), (Au), 티타늄(Ti), 니켈(Ni), 뮴(Nd) [0096]

리(Cu)  어느 하나 또는 들  합  루어질 수 나, 에 한 지 않고, 다양한 질  루어

질 수 다. 

또한, 실시 에 라 는 게 트 극(260)  p
+
-Si 질  게 트 극(260)  할 수도 다.[0097]

도 3  본  실시 에  산  막 트랜지스  하는 과  도시한 것 다.[0099]

도 3에 도시   같  산  액  한 액 공  듐 징크 사 드(IZO) 막  갖는 산  [0100]

막 트랜지스  하 다. 

(  비)[0101]

가 과도핑  p
+
-Si  상에 열산 (thermal oxidation)  하여 게 트 연층  SiO2  [0102]
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하여 SiO2/p
+
-Si  비하 다.

( 액  비)[0103]

듐 액  아연 액  5:1  비  합하여  듐 징크 사 드(IZO) 산  액 2.5g에 매[0104]

 질  TiO2 0.2g  해시킨 후 365nm   갖는  30 간 사하 다. 

후, 0.2㎛  필  통해 산  액  상  매  질  합  액에  매  질  걸러[0105]

내었다.

술한  같  게 트 극  게 트 연층    상에 매  질  걸러진 산  액[0106]

주사  하여 도포하 다.  상에 도포  산  액  원하는 께  균 하게 산시키  하여

3000rpm  30  동안 스핀 코  실시하 다.

스핀 코  실시한 후 듐 징크 사 드(IZO) 막   해 230℃  280℃에  1시간 동안 열처리[0107]

 진행하 다.

듐 징크 사 드(IZO) 막   후 도우 마스크(shadow mask)  스 (sputter)  하여 채[0108]

폭  가 각각 1000㎛  150㎛  스 극  드  극  착시켜 산  막 트랜지스  하

다.

도 3에 는 도 1  하  게 트 극  치  산  막 트랜지스  하 나, 에 한 지 않고,[0109]

도 2  상  게 트 극  치  산  막 트랜지스 에 해 도 동 하게 술한 과   가능하

다. 

하에 는 도 4a 내지 도 5b  참 하여, 본  실시 에  산  막 트랜지스  특  하[0110]

 한다.

도  4a   도  4b는  도  3  산  막  트랜지스  산  막  트랜지스  열처리  도별[0112]

( 압- ) 특  도시한 그래프 다. 

도 4a  도 4b  참 하 , 산  막 트랜지스  게 트 극 압에  S/D 량   특[0113]

비 하여 나타내는 그래프 , 가  게 트 압(VG)  나타내고,  드  (ID)  나타낸다.

체  도 4a는 산  막 트랜지스  산  도체 막  280℃  도  열처리시  특[0114]

도시한 그래프 고, 도 4b는 230℃  도  열처리시  특  도시한 그래프 다.

본  실시 에  산  막 트랜지스 는 각각  도에  매  질  하여 산  도[0115]

체 막  한 경우는 그 지 않  경우(Pristine)  비하여 값  가  특  보  할 수 

다. 

특 , 열처리 도가 230℃  에 도 매  질  하여 산  도체 막  한 경우에 게[0116]

트 압  가 에 라 스-드  값   알 수 다.

도 5a는 본  본  실시 에  산  막 트랜지스 에  매  질  하지 않고 [0118]

 산  도체 막  포함하는 산  막 트랜지스 에 해 20V  게 트 어스 스트 스 스트

0 (s), 10 , 100 , 1000  시간 건 별  진행한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

또한, 도 5b는 본  실시 에  산  막 트랜지스 에  매  질  하여  산[0119]

 도체 막  포함하는 산  막 트랜지스 에 해 20V  게 트 어스 스트 스 스트  0 (s),

10 , 100 , 1000  시간 건 별  진행한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

게 트 어스 스트 스 스트는  압  동 도  평가하는 것 , 어스 스트 스 가 시[0120]

 채 ( 층  상 ) 쪽   산  원 들  착하고,   채  쪽  산  결함(oxygen vacanc

y)  감  통해 캐리어  수가 감 하여  압  향  동하게 다.

스트 스 가 시간 가에  ( 압- ) 특  곡  양  향에 한 동 도는 층 내  결[0121]
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함 사 트(defect site)  하는 산  결함(oxygen vacancy)  가  미하는 ,  통해 산  도체

막  신뢰  향  도  할 수 다.

보다 체 는 도 5a  도 5b에 도시   같 , 매  질  하여  산  도체 [0122]

막  포함하는 산  막 트랜지스 (도 5b)가, 그 지 않  경우(도 5a)보다  압  동 도가 

 알 수 ,  통하여 매  질  하여  산  도체 막  포함하는 산  

막 트랜지스 가 게 트 어스 스트 스 스트시 우수한 신뢰  가지고  할 수 다.

도 6  본  실시 에  산  막 트랜지스  시 사  매  질  재 하여 [0124]

 산  막  포함하는 산  막 트랜지스 에 한 ( 압- ) 특  곡  나타낸 것 다.

매  질  1  내지 4  재 하여  산  막  포함하는 산  막 트랜지스 는 매[0125]

 질  하지 않고  산  도체 막  포함하는 산  막 트랜지스 (검 색 그래프)

비하여  압  동 도가  알 수 , 게 트 압  가 에 라 스-드  값

 알 수 다.

또한, 매  질  재  수  하게, 산  막 트랜지스  개   특  나타남[0126]

알 수 다. 라  산  막 트랜지스   해 사  매  질  재 함 , 친

경  산  막 트랜지스  할 수 다.

상과 같  본  비  한  실시  도 에 해 었 나, 본  상  실시 에 한 는[0128]

것  아니 , 본  하는 야에  통상  지식  가진 라  러한 재  다양한 수   변

가능하다.

그러므 , 본  는  실시 에 한 어 해 는 아니 , 후술하는 특허청 뿐 아니라[0129]

 특허청  균등한 것들에 해 해 야 한다.

 

100, 200 : 산  막 트랜지스[0131]

110, 210 : 

120, 260 : 게 트 극

130, 250 : 게 트 연층

140, 240 : 산  도체 막

150, 220 : 스 극

160, 230 : 드  극

도

도 1a
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도 1b

도 1c

도 1d
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도 1e

도 1f

도 2
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도 3

도 4a
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도 4b

도 5a
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도 5b

도 6
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